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Многослойные пленочные композиции C/Si могут использоваться в 
качестве высокоразрешающих отражающих покрытий для диапазона 
длин волн 17 – 35 нм [1]. Также эта система эффективна и в других сфе-
рах применения – низкотемпературном синтезе карбида кремния [2] и 
изготовления антифрикционных покрытий [3]. Подробное исследование 
структурных преобразований в многослойной композиции является важ-
ным для всех вышеуказанных сфер. 
Многослойные пленочные покрытия C/Si были нанесены методом 
прямоточного магнетронного распыления в среде аргона на подложки из 
кремния и полированного кварца. Исследование структуры проводилось 
методами просвечивающей электронной микроскопии, малоугловой 
рентгеновской дифракции и рентгеновского фазового анализа. Отжиг 
проходил в вакуумной камере в диапазоне температур 100 – 1050°C в те-
чение двух часов. 
Было выявлено, что в исходном состоянии в многослойной пленочной 
композиции C/Si наличествуют перемешанные зоны размером 0.6 –
 0.7 нм на границах раздела C/Si и Si/C. Обнаружено, при температуре 
700°C начинается процесс кристаллизации a-SiC в перемешанных зонах, 
а при 900 – 950°C нанокристаллы SiC прорастают в слои кремния. Дан-
ный процесс сопровождается образованием пор в кремниевых слоях. 
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